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前  言

  本标准代替GB/T14847—1993《重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法》。
本标准与GB/T14847—1993相比,主要技术内容变化如下:
———修改原标准“1主题内容与适用范围”中衬底和外延层室温电阻率明确为在23℃下电阻率,增

加在降低精度情况下,该方法原则上也适用于测试0.5μm~2μm之间的N型和P型外延层

厚度;
———修改原标准“2引用标准”为“规范性引用文件”,增加有关的引用标准;
———增加“3术语和定义”部分;
———补充和完善“4测试方法原理内容”;
———增加“5干扰因素部分”;
———原标准5改为7,删除“5.1衬底和外延层导电类型及衬底电阻率应是已知的”内容,增加防止

试样表面大面积晶格不完整以及要求测试前表面进行清洁处理的内容;
———原标准6改为8,对选取试样的外延厚度的要求改为对衬底电阻率和谱图波数位置的要求,并

增加8.3.5采用GB/T1552中规定的方法在对应的反面位置测试衬底电阻率;
———原标准7改为9,增加极值波数和波长的转换公式。删除原7.2经验计算法内容;
———原标准8改为10,增加多个实验室更广范围的测试数据分析结果;
———原标准9改为11,试验报告中要求增加红外仪器的波数范围、掩模孔径、波数扫描速度、波长

和极值级数等内容。
本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC203/SC2)归口。
本标准起草单位:宁波立立电子股份有限公司、信息产业部专用材料质量监督检验中心。
本标准主要起草人:李慎重、何良恩、许峰、刘培东、何秀坤。
本部分所代替的历次版本标准发布情况为:
———GB/T14847—1993。
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重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的
红外反射测量方法

1 范围

本标准规定重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法。
本标准适用于衬底在23℃电阻率小于0.02Ω·cm和外延层在23℃电阻率大于0.1Ω·cm且外

延层厚度大于2μm的n型和p型硅外延层厚度的测量;在降低精度情况下,该方法原则上也适用于测

试0.5μm~2μm之间的n型和p型外延层厚度。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1552 硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复

性与再现性的基本方法

GB/T14264 半导体材料术语

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
折射率 indexofrefraction
入射角的正弦相对折射角的正弦的比率。这里的入射角和折射角是指表面法线和红外光束的夹

角。对电阻率大于0.1Ω·cm硅材料,当波长范围为6μm~40μm时,相对空气的该比值为3.42,该
值可由斯涅尔(Snell)定律求出。

4 方法提要

4.1 衬底和外延层光学常数的差异导致试样反射光谱出现连续极大极小特征谱的光学干涉现象,根据

反射光谱中极值波数、外延层与衬底光学常数和红外光束在试样上的入射角计算外延沉积层厚度。

4.2 假设外延层的反射率n1相对波长是独立的。

4.3 当外延层表面反射的光束和衬底界面反射的光束的光程差是半波长的整数倍时,反射光谱中可以

观察到极大极小值。参见图1,从C和D 点出射的光束的相位差δ为式(1):

δ= 2π(AB+BC)é
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  式中:

λ———真空波长;

n1———外延层反射率,其可将外延层中的光程长转换成等价的真空光程长;
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